Przyrzady polprzewodnikowe mocy (Mechatronika)

CWICZENIE A11
(2016/17)

Obowiazujaca instrukcja: http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak/pub/uep/lab/uep_all 4-6-2.pdf
Dodatkowe materiaty: http://neo.dmcs.p.lodz.pl/ppmh/#cwi1

Przygotowanie do ¢wiczenia:

e §21.ab

+ §31

* instrukcja 1 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/pium/instrukcje/pium 1 5-8-0.pdf
§2.1,24

Wykonanie ¢wiczenia:
* §3.2 pkt. 1-14, przy czym w pkt. 4 nalezy zamocowa¢ diode D20-300-14

Opracowanie i analiza wynikow:

* §4.1 pkt. 1abcg, uwzgledniajac, ze pomiary zostaly wykonane tylko dla jednej diody — w
zwiazku z tym w ppkt. b nalezy otworzy¢ jeden plik (a nie oba pliki);

e §41pkt2

* §4.1 pkt. 3-4 pomijajac uwage przed pkt. 3

* §4.1 pkt 5, uwzgledniajac, ze pomiary zostaly wykonane tylko dla jednej diody - w
zwigzku z tym sformulowanie dla kazdej diody itp. nalezy zignorowac

« §4.1pkt6

* §4.1 pkt 7, uwzgledniajac, ze pomiary zostaly wykonane tylko dla jednej diody - w
zwigzku z tym do wykreslenia dostepne sg 2 charakterystyki (a nie 4)

* §4.3, uwzgledniajac, ze pomiary zostaly wykonane tylko dla jednej diody — wobec czego
analize i obliczenia nalezy przeprowadzi¢ dla zmierzonej diody (a nie dla wybranej diody
itp.); literatura [1] i [2] nie jest niezbedna, gdyz potrzebne wzory zostaty podane na
wyktadzie

Oczekiwana zawarto$¢ sprawozdania:

* obliczone wartosci napiecia progowego i rezystancji dynamicznej wraz z wykorzystanymi
warto$ciami i warto$ciami uzyskanymi z arkusza kalkulacyjnego, zgodnie z pkt. 4.1/4

* wykreslona charakterystyka statyczna stanu przewodzenia zbadanej diody wraz z jej
aproksymacja dwuodcinkows, zgodnie z pkt. 4.1/5

* wykreslone charakterystyki mocy czynnej strat wraz ze wzorami, ktore postuzyly do ich
wyznaczenia, oraz analizg poréwnawcza, zgodnie z pkt. 4.1/6-7

* obliczone parametry struktury poélprzewodnikowej wraz ze wzorami i obliczeniami,
zgodnie z pkt. 4.3/1-2

Zakres kolokwium:

*  Dwuodcinkowa aproksymacja charakterystyki statycznej diody mocy i definicje jej
parametréw (napiecie progowe, rezystancja dynamiczna). Zastosowanie do wyznaczania
mocy czynnej strat.

(zob. par. 2.1, sprawozdanie)

* Dioda PIN: przekrdj struktury i rola poszczegélnych warstw. Sktadniki spadku napiecia w
stanie przewodzenia (bez wzoréw), zaleznos¢ od pradu i od parametréw technologicznych
warstwy stabo domieszkowanej (koncentracja domieszek, wymiar wzdtuzny, czas zycia).
(zob. instrukcja 1, par. 2.1)


http://neo.dmcs.p.lodz.pl/pium/instrukcje/pium_1_5-8-0.pdf
http://neo.dmcs.p.lodz.pl/ppmh/#cw11
http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak/pub/uep/lab/uep_a11_4-6-2.pdf

* Zalezno$¢ wytrzymalosci napieciowej i pradowej przyrzadow potprzewodnikowych mocy
od parametrow technologicznych warstwy stabo domieszkowanej (koncentracja
domieszek, wymiar wzdluzny, przekr6j poprzeczny)

(zob. sprawozdanie)



